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Yhtend rutiinitydné s&éhavainnoissa mitataan erilaisia sédelement-
tejéd, kuten tuulen suunta, tuulen nopeus, lédmpdtila, kosteus, ilman pai-
ne jne. eri korkeuksilla maanpinnasta aina ylempiin ilmakerroksiin saak-
ka kdyttéden havainto instrumenttejid, jotka on sijoitettu riippumaan
pallosta, joka on péddstetty ilmaan, jolloin signaalit (s&hkdiset koodit),
jotka edustavat mittaustuloksia, ldhetet&&n maan pinnalla olevalle vas-
taanottoasemalle mikroaaltojen avulla. On tunnettua, etté& sellaista 1l&a-
hetintd, joka riippuu pallon alapuolella, nimitet&in radiosondiksi.

On olennaista, ettd radiosondin on toimittava siitéd l&htien kun
pallo radiosondeineen pédstetddn irti maanpinnasta (meren pinnasta) Jja
kunnes se saavuttaa noin 30 km korkeuden, missi ympdristdolosuhteet
ovat huomattavan ankarat, esimerkiksi lampdtila-alue +h0...—8000, il-
man paine 1040...1 mb ja kosteus 1...100 %, radiosondin itsensd joutues-

sa vidradhtelyiden ja iskujen vaikutuksen alaiseksi lennon aikana.
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Edelleen on valkeaa saada radiosondia talteen lennon Jjélkeen,
niin ettd se on kulutustavaraa (kertakdyttdtavaraa).

Edelld mainituista syistd vaaditaan, ettd instrumenttien radio-
sondia varten tulee olla kompakteja, keveitd, huokeita ja ominaisuuk-
siltaan stabiileja edelld mianituissakin ankarissa fysikaalisissa Jja
kemiallisissa ympéaristdolosuhteissa laajalla alueella.

Toiselta puolen se alkavdli, jonka kuluessa minaisuuksien tulee
olla stabiileja, on enint&&4n muutamia tunteja, lennonaikaisten havain-
tojen pd&ttymiseen saakka.

Tadsté& johtuen on tarpeen valmistaa radiosondia varten mikroaal-
to-oskillaattori ottaen huomioon aivan erilaiset vaatimukset kuin niil-
14 mikroaalto-oskillaattoreilla, joita k&ytet&dn maean pinnalla olevilla
liéhetysasemilla.

Radiosondeissa on t&hé&n asti kansianvdlisesti k&dytetty taajuuksia
1,6...2 GHz, jolloin aktiivisena oskillaatioelementtind edelld mainitul-
la tasjuuskaistalla on kéytetty erityisen muotoista tyhjdputkea, ns.
lyijykynédputkea, kun taas aivan viime aikoina on yritetty korvata edel-
14 mainittu aktiivinen oskillaatioelementti sellaisella, jossa kéyte-—
t&4dn transistoria (yleensd puolijohde-elementtid), edelld mainittuja
erilaisia vaatimuksia vastaavasti:

Téhé&n mennessd jo on ehdotettu useita yksinkertaisia mikroaalto-
oskillaattoreita, Jjotka ovat sopivia radiosondille taajuusalueella
1,6...2 GHz.

Kuvio 1 esittédd virtapiirikaaviota edustavalle, Jo ehdotetulle
mikroaalto-oskillaattorille. Kuvion 1 esittédmé&n virtapiirin mikroaalto-
oskil;aattorissa osa, jota on merkitty kirjaimella L, on koostunut kak-
si ulotteisista mikro-liuskajohdosta, joka on muodostettu siten, ettd
johtava kalvo on eritysaineisella rungolla (dielekrinen runkokappale).
Vaikka sellaisen oskillasattorin konstruktio, Jjoka k#sittid mikro-liuska~
johdon dielektristd ainetta olevalla pohjalevylld, on yksinkertainen,
on olennaista, ettd h&vid mikroaaltoalueella pohjalevyn aineelle on
pieni samalla kun sen la&mpdtilaominaisuudet ovat erinomaiset, niin etta
tédllainen dielektristd ainetta oleva pohjalevy, Jjoka taytt&ad edelléd
mainitut ominaisuudet, on niin kallis, ettd ei ole suotavaa kayttai
niin kallista ainetta mikroaalto-oskillaattorissa radiosondille, joka

on kulutusesine,
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Edelld mainitun ohella oskillaattorina, jolla on stabiili oskil-
laatiotaajuus, on olemassa oskillaeatiopiiri, joka k&sittd& koaksiaali-
resonaattorin ja puolijohde-elementin. Kuitenkin kysymyksen ollessa koak-
siaaliresonaattorista on olennaista parantaa koaksiaaliresonaattorin
ominaisuuksia, minkd johdosta konstruktio komplisoituu niin ettid se el
ole sopiva radiosondia varten johtuen suuremmista mitoista, korkeammas-
ta hinnasta Ja suuremmasta painosta.

Esilléoleva keksintd® on tehty ottaen huomioon edelld mainitut eri-
laiset pulmat.

Esilléolevan keksinndn yhtend tarkoituksena on tarjota kompakti
Ja kevyt radiosondiin sopiva mikroaalto-oskillaattori, joka kasittéa
mikroaalto-oskillaattori, joka kdsitt&i resonanssipiirin, aktiivisen
elementin (5), muita piirielementtejd ja pohjalevyn (6).

Esillolevan keksinndn toisena tarkoituksena on tarjota mikroaalto-
oskillaattori, joka on muodostettu huokeasta ja tavanomaisesta pohja-
levyaineesta Jja on sopiva radiosondia varten.

Timén keksinndén vield yhtend tarkoituksena on tarjota mikroaalto-
oskillaattori, joka on muodostettu huokeista ja tavanomaisista aineista
pohjalevyn liséksi ja on sopiva radiosondia varten.

Témédn keksinndn vield yhtend tarkoituksena on tarjota mikroaalto-
oskillaattori, joka pystyy sdilyttdméén tarpeelliset ominaisuudet sad-
elementtien havainnoimiseksi ankarissa ympéristdolosuhteissa radicson~
din lennon aikana.

Vield yhten&é esilléolevan keksinndn tarkoituksena on tarjota mik-
roaalto-oskillaattori, joka voidaan valmistaa niin helposti, ettd timi
huomattavasti auttaa alentamaan radiosondin hintaa.

Vield yhtend esillédolevan keksinndn tarkoituksena on tarjota ker-
takdyttdinen (kulutettava) mikroaalto-oskillaattori, joka on sopiva ra-
diosondia varten.

Esilléolevalle keksinndlle on ominaista, ettd resonanssipiiri on
kolmiulotteinen kotelomainen kappale (1, 2), joka on asennettu pohja-
levylle (6) ja jossa on useita pintoja, ettd kolmiulotteisen kappaleen
sis&llé sen pinnasta (2B) ulkonee elin (2C) yhdensuuntaisena pohjalevyn
kanssa, jossa elimessd (2C) on vapaa pdd vastapddtd toista kolmiulotti-
sen kappaleen pintaa (1B; 2E), ettd ainakin pinta kolmiulotteisessa kap-

paleessa ja ulkonevassa elimessdé (2C) ovat johtavia ja kolmiulotteisen
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kappaleen yksi pinta on s&hk&isesti liitetty johtimeen (7), Jjoka on
muodostettu pohjalevyn (6) pinnalle, ja vérdhtelevd aktiivinen element-
ti (5) on asennettu kolmiulotteisen kappaleen ulkopuolelle Jja sen sig-
nasliulostuloelektrodi (C) on kytketty suurtaajuusimpedanssin (2G; 51)
kautta siihen kolmiulotteisen kappaleen pintaan, joka on liiltetty pohja-
levyllda (6) olevaan johtimeen (7) ja antennielementtiin (9), Jjoka tun-
keutuu johtimen (7) pohjalevyn (6) ja johtimen (8) l&pi, joka muocdostaa
antennin osan pohjalevyn toisella sivulla.

Esilléolevalle keksinndlle on edelleen ominaista, etté resonanssi-
piiriin kuuluu ensimmiinen (1) ja toinen (2) osa, jolloin ensimméisessé
osassa (1) on kolme suorakulmiota (1A, 1C, 10), joiden kunkin yksi si-
vu on yhdistetty yhden suorakulmion (1B) kolmeen sivuun samalla kun toi-
sessa osassa (2) on kaksi suorakulmiota (2B, 2E), joiden yksi sivu on
yhdistetty yhden suorakulmion (2A) kahteen toisiaan vastapdidtd olevaan
sivuun, ettd ensimméisen osan yksi pinta (1A) on yhdistetty léheiseen
kosketukseen toisen osan yhden pinnan (2A) kanssa muodostamaan avoin
kotelon muotoinen, viisipintainen kappale, jolloin toisen johteen yhta
pintaa (2C) kdytet&d&n elimenéd, jonka vapaa p&& ulkonee kotelonmuotoisen
kappaleen sisédpuolelle.

Esilliolevalle keksinndlle on edelleen ominaista, ettd resonanssi-
piiriin kuuluu ensimmédinen ja toinen osa (1), jolloin ensimmdisessd Jjoh-
teessa on nelja suorakulmiota (1A, 1C, 1D, 1J), joiden kunkin vksi sivu
on yhdistetty yhden suorakulmion (1B) neljéén sivuun, kun taas tolsessa
osassa (2) on kaksi suorakulmiota (2B, 2E), joiden yksi sivu on yhdis-
tetty yhden suorakulmion (2A) kahteen, toisiaan vastapdétd olevaan si-
vuun, ettd ensimméisen osan yksi pinta (1A) on yhdistetty lahiseen kos-
ketukseen osan yhden pinnan (2A) kanssa mudostamaan suljettu tai puolit-
tain suljettu kotelonmuotoinen kappale, Jjolla on kuusi pintaa, jolloin
toisen osan yksi pinta (2C) on tehty elimeksi, jonka vapaa pdé ulkonee
kotelonmuotoisen kappaleen sisédpuolelle.

Esilléolevalle keksinndlle on edelleen ominaista, ettd elin (2C),
joka ulkonee resonanssipiirin muodostamiseen k&ytetyn kolmiulottelisen
kappaleen sis#épuolelle on jérjestetty keskeiseen asemaan kolmiulotteisen
kappaleen ylemmdn osan (1) ja kolmiulotteisen kappaleen ldhelsessd kos—

ketuksessa pohjalevyn (6) kanssa olevan osan (2) valiin.
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EsillBolevalle keksinndlle on edelleen ominaista, ettd resonans-
sipiirin muodostamiseen k&ytetyn kolmiulotteisen kappaleen sisdlle ul-
konevan elimen (2C) péddn naapuruuteen on sijoitettu pinta {(2E), Jjoka
on séhkdisesti yhdistetty pohjalevyn (6) kanssa lédheisessé kosketukses-
sa olevaan kolmiulotteisen kappaleen pintaan (2E) silld tavoin, ettd
vélid pinnan (2E) ja elimen (2C) péddn v&lilld voidaan muuttaa.

Esillédolevalle keksinn®dlle on edelleen ominaista, ettd kolmiulot-
teinen piiri on siten suunniteltu, ettd v&li kolmiulotteisen piirin si-
s&ddn ulkonevan elimen (2C) vapaan p&#n Jjea kolmiulotteisen piirin ulko-
kotelon osan (1) v&lilld on muuteltavissa ja aseteltavissa.

Esilléolevalle keksinn®blle on edelleen ominaista, ettd rescnans-
sipiirin muodostavan kolmiulotteisen kappaleen sisdlle ulkonevan eli-
men pa&hdn on asennettu pieni johdekappale (L4) puolikiinte&dlld tavalla
(15) dielektrisen aineen (3) valitykselli.

Esillédolevalle keksinndlle on edelleen ominaista, ett& resonanssi-
piirin muodostavan kolmiulotteisen kappaleen ulkopuolelle ja osaan, jo-—
ka muodostaa osan pohjalevyd (6) tai kolmiulotteista kappaletta ja joka
on samassa sdhkdpotentiaalissa kuin pohjalevy (6), suurtaajuusimpedans-
sin omaavan johde-elimen (2G) vi&litykselld on asennettu sen tyyppinen
aktiivinen védrdhtelyelementti (5), jossa ulostulosignaalin tuottava
elektrodi (C) on kytketty ulkokoteloon.

Esilléolevalle keksinndlle on edelleen ominaista, ettd resonanssi-
piirin muodostavan kolmiulotteisen kappaleen ulkopuolella olevaan csaan
ja osaan (2K), joka muodostaa osan pohjalevyn tail kolmiulotteisen kap-
paleen johteesta ja on samassa séhkSpotentiaalisse kuin pohjalevyn (6)
johde (7) ja on rakenteellisesti kytketty johteeseen yhten# kappaleena,
on asennettu aktiivinen vadrdhtelyelementti (5), Jjonka signaalin ulos-
tuloelektrodia ei ole yhdistetty ulkokoteloon, ettd aktiivisen varéh-
telyelementin signaalin ulostuloelektrodiin yhdistetty impedanssijohto
(51) on kytketty osaan (2K1), joka konstruktiivisesti on yhten& kappa-
leena yhdistetty kolmiulotteiseen kappaleeseen.

Esilldolevalle keksinndlle on edelleen ominaista, ettd pohjalevyl-
le (6) osaksi tehollista antennia levitetty johdin (8) on kaksiulottei-
sesti Jatkuva.

Ksilliiolevalle keksinndlle on edellecn ominuisbla, ettit kauksiulol-
teisesti jatkuvalle Jjohtimelle (8), Jjoka on muodostettu osaksi’tvhoilis—

ta antennia, on harvaan sijoitettu piirielimié#.
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Esilléolevalle keksinn®6lle on edelleen ominaista, ettd keskiosas-
sa pohjalevyé, jolle johdin (8) on levitetty osana tehollista antennia,
on osa (91), joka ei ole johteella peitetty.

Esillédolevalle keksinndlle on edelleen ominaista, ettd piirieli-
mi& on asennettu siten, ettid ne ovat harvasti sillid levitetylld johteel-
la (8), joka muodostas osan tehollista antennia.

Oheisissa piirustuksissa esittdd kuvio 1 virtapiirikaaviota ta-
vanomaisesta mikroaalto-oskillaattorista.

Kuviot 2...15 kuvaavat esilldolevan keksinndén suoritusmuotoa si-
ten, etté

Kuvio 2 esittdd perspektiivikuvana kolmiulotteista resonenssipii-
riéd ja pohjalevy&, jolle kolmiulotteinen resonenssipiiri on asennettu.

Kuvio 3 esitt&& perspektiivikuvana vain kappaleita, Jotka muodos-—
tavat kolmiulotteisen resonenssipiirin.

Kuvio 4 esittdd sivusta katsottuna ja leikattuna kolmiulotteista
resonanssipiiri& ja pohjalevy&d, jolle kolmiulotteinen resonanssipiiri
on asennettu.

Kuvio 5 esitt&di oikealta sivusta katsottuna ja leikattuna kolmi-
ulotteista resonenssipiirid ja pohJalevyéd, jolle resonenssipiiri on
asennettu.

Kuvio 6 esitt#&di kuvioiden 2, L4 ja 5 esittdmdn kolmiulotteisen re-
sonanssipiirin ekvivalenttipiiria.

Kuvio 7 esittédd virtapiirikaaviota mikroaaltovédré&htelypiirin yh-
destd suoritusmuodosta.

Kuvio 8 esittéd ekvivalenttipiirid kuviossa 7 esitetylle mikro-
aaltovédréhtelypiirin suoritusmuodolle.

Kuvio 9 esittdid edestd katsottuna mikroasaltovardhtelypiirin suo-
ritusmuotoa, Jjoka on suunniteltu radiosandia varten.

Kuvio 10 esittdd kuvion 9 kuvaamaa vardhtelypiirii pohjan puolel-
ta né&htynéa.

Kuvio 11 on diagramma, joka kuvaa radiosondin mikroaaltovérihtely-
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piirin vérihtelytaajuus- ja antoteho-ominaiskdyrii.

Kuvio 12 esittii perspektiivikuvana toista suoritusmuotoa kolmiulot-
teisesta piiristid ja pohjalevystid, jolle kolmiulottieinen piiri on asennettu.

Kuvio 13 esittdd etusivulta katsottuna ja leikattuna kolmiulotteista
resonanssipiiriid ja pohjalevyid, jolle kolmiulotteinen piiri on asennettu.

Kuvio 14 esittdd oikealta sivulta katsottuna ja leikattuna kolmiulot-
teista resonanssipiirii ja pohjalevyid, jolle kolmiulotteinen piiri on asen-
nettu.

Kuvio 15 esittdid vidrdhtelypiiriid pohjan puolelta katsottuna.

Rseonanssipiiri, joka muodostaa tédrkeimmén osan esill&olevan keksinndn
mukaisesta oskillaattorista, on kolmiulotteinen piiri, kuten on esitetty ku-
viossa 2, samalla kun kuvio 3 esittd#i timin resonanssipiirin muodostavia ele-
mentteji, nimittiin metallilevyjsd 1 ja 2. Kuviot 2 ja 3 ovat molemmat perspek-
tiivikuvia samasta suunnasta ndhtyni.

Kuten kuviossa % on esitetty, on metallilevyn 1 yleismuotona litted
kotelo, jonka kuudesta sivutasosta puuttuu kaksi viereistid tasoa ja alempi
osa yhdestd pystytasosta on talvutettu ulospdin léhes suorassa kulmassa.
Toiselta puolen metallilevyn 2 yleismuotona on avoin C-muotoinen kotelo yh-
delti sivulta katsottuna, siinid on vain kolme tasoa etusivulta katsottuna ja
tdmin puolen ylempi taso on vajaa samalla kun jéljelldolevan osan pdd on tai~
vutettu yldspidin. Alempil taso on jaettu kahteen osaan, nimittdin tédmdnpuoliseen
osaan (osa, joka on suunnattu vasemmalle ja alas kuviossa 3) ja tuonpuoleiseen
osaan (osa, joka on suunnattu oikealle ja ylos kuviossa 3), jolloin tuon-
puoleinen osa on vastapditi ylempdd tasoa ja ulottuu pitemmélle kuin ylempi
taso ja tdminpuoleinen osa on Jjuuresta taivutettu ylosp&in pitkin tuonpuo-
leisen osan lZhireunae. . e

Kuten kuviossa 2 on esitetty,'on métalliievy'l tyonnetty metallilevyn
2 pigidin samansuuntaisena kuin on esitetty kuviossa 3, Vaikka kuviossa 3 me-
tallilevy 2 on kuvattu paksuutta omaavana ja metallilevy 1 ilman paksuutta,
on ilman muuta selvidi, ettd myds metallilevylld 1 on paksuutta.

Seuraavassa kuvataan yksityiskohtaisemmin metallilevyjen 1 ja 2 jar-
jestelyd sekd séhk®istd tilannetta niiden vdlilld. Selityksen yksinkertaista-
miseksi on metallilevyjd 1 ja 2 kuviossa 3 osoitettu sellaisilla viittaus-
merkeilld, ettd metallilevyn 1 tasoja on merkitty numeron 1 ja kirjaigien
A, B, C, D ja F yhdistelmilléd ja metallilevyn 2 tasoja numeron 2 ja kirjaimien

A, B, C, E ja G yhdistelmilld sillé tavoin, etti kun levy 2 on tyonnetty me-

tallilevyn 1 pipéin osat, jJoiden viitemerkissi on sama kirjain, osuvat yh-
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teen toistensa kanssa tal ovat vhdensuuntaisina vastapdati toinen toistaan.

Edelleen kuviossa 3 osoittavat metallilevyjen 1 ja 2 osia viitemerkit

11H, 12H, 13H ja 14H, jotka osoittavat reikii, joiden ldvitse ruuvit 11, 12,
13 ja 14 om-tybnnetty, B5H on syvennys transistorin 5 asentamista varten.
Edalleen 2G1 csoittaa kohtaa, josta metallilevyn 2 taso 20 on taivutettu
nousemaan ylds pohjalevystd 6. Reikd 1 6H on j3rjestetty ruuvimeisselid
varten ruuvin 15 kiinnitt3miseksi. T&mdn reidn koko riippuu tarpeesta.

Metallilevyjen 1 ja 2 yhdistelmd selitetidn kuvioihin 4 ja 5 liittyen.
Kuvio 4 esittdd kuvion 2 esittdmdn elementin leikkausta pitkin viivaa, joka kul-
kee ruuvinrgikien 12H, 14H, 13H ja 11H kautta, jotka on mudoostettu metalli-
levyn tasoon 2E. 15 on ruuvi. Kuvio 5 esittdi leikkausta metallilevyn 1 ta-
sosta 1B ja metallilevyn 2 tasoista 2B, 2E ja 2G pitkin metallilevyn 1 tasoca
1C tason 1C puolslta katsottuna.

Metallilevy 1 ja metallilevy 2 on kiinnitetty ruuvilla 11 silld tavoin
ettd metallilevyn 1 taso 1A tulee l3heiseen kosketuksesn metallilevyn 2 tason
2A kanssa samalla kun metallilevyn 1 taso 1F pannaan l3heiseen kosketukseen
metallilevyn 2 tason 2E kanssa, kiinnitys tapahtuu ruuvilla 12. Sitten metalli-
levyn 2 taso 2E pannaan liheiseen kosketukseen pohjalevyn 6 ylipinnalle muo-
dostetun johdinarkin 7 kanssa, kiinnitys tapahbtuu ruuvilla 13. Asetteluruuvi
1 on sijoitettu si1l3 tavoin, ettd tdmd ruuvi kulkee pohjalevyn 6 ja metalli-
levyn 2 tason 2E ldvitse sitsn, ettd se on sdhkdisessd kosketuksessa tasoon
2E.

Edellesn on kapea kaistale eristysainetta 3 dsijoitettu metallilewyn 2
tason 2B p3ddhin ja suhteellisen kapea (ja ohut) johdinlevy 4, jolla on pieni
pinta-ala, on sijoitettu dielektriselle kappaleelle 3, joka on kiinnitetty ruu-
villa 15, Tason 2B pa3 on vapaa pdd, nimenomaan tason 2C pad, joka ei ulotu
ylempddn tasoon 18, V3li, joka on muodostettu tasojen 2C ja 1C valiin ja vali,
joka on muodostettu tason 2B pddn ja johdintangon 14 valiin on pieni.

Metallilevyn 2 taso 2B on sijoitettu metallilevyn 1 tason 1B ja metalli-
levyn 2 tason 2E vAliin yhdsnsuuntdasena molempien tasojen 2B ja 2E kanssa ja
vdli tasojen 1B B 2B vAlill3 on valittu yhtd suureksi kuin vAli tasojen 2E ja
28 valilla, )

Kuten havaitaan kuviosta 2, 4 ja 5, taiwvutettu metallilevwy 2, jolla on
hyvd johtavuus, on peitetty taivutetulla metallilevylld 1, jolla myds on hyva
johtavuus, jolloin metallilevyn 1 taso 1B, metallilevyn 2 tasot 2D ja 2E owvat
kaskendin samanlaiset, samalla kun tasot 2B ja 2E sijaitsevat metallilevyn 1
tason 18 alapuolella ja taso 2C sijaitses metallilcevyn 1 ulkopuolella.
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T4llaisessa konstruktiossa taso}QB on keskijohdin samallsas kun ta-
sot 2E ja 1B ovat maajohtoja niin etﬁﬁ muodostuu kolmiulotteinen piiri,
joka on ekvivalenttinen liuskajohdon kanssa, ja joka piiri on oikosul-
jettu tasojen 1A ja 2A kautta. Keskijohtimen muodostavan tason 2B péad on
taivutettu yl8spédin suorassa kulmassa vapaaksi pédksi ja taso 2C on yh-
densuuntainen pystytason 1C kanssa silléd tavoin, ettéd tasojen 2C Ja 1C
valiin muodostuu kapasitanssi Cl'

Metallilevyn 1 ulkosivu on taivutettu tasoksi 1F, joka on kiinni-
tetty metallilevyn 2 tasocon 2E ruuvilla 12 ja muodostamalla ruuvireika
12H pitkdéksi voidaan jossakin mé&rin asetella tasojen 1C Jja 2C vdlid
aikana, jolloin taso 1F kiinitet&&n tasoon 2B. S#hkdstaattisen kapasi-
tanssin Cl ervoa voidasan vaihdella muuttamalle tdtd v&alid 4.

Kiertdmalls asetteluruuvia 14 sen pdi tuodaan lédhemméksi tasoa
2B (tason 2B vapaata p&at&), jolloin ruuvin 14 ja keskijohtimena toi-
mivan tason 2B vidliin muodostuu sédhkdstaattinen kapasitanssi C2' Tam&
ruuvi 14 on s&hk8isesti kytketty maasjohtimeen 2E, niin ettéd keskijohti-
men 2B ja maajohtimen 2E vapaan pddn vadliin muodostuu séhkdstaattinen
kapasitanssi Ce, jolloin t&mén kapasitanssin Cearvoa voidaan vaihdella
lidhet&mélld tai loitontamalla ruuvin 14 p#&dtd tasosta 2B. Mitéd pienem-
pi on ruuvin halkaisija, sitd hienompi sé&hkdstaattisen kapasitanssin
02 esettelu voidaan toteuttaa samalla kierteennousulla.

Kuten kuviossa 6 on esitetty, tédten muodostetun kolmiulotteisen
piirin sédhkdisesti ekvivalenttisessa piirissé on kaksi yhdensuuntaista,
pituudeltaan 1 olevaa johtoa oikosuljettu toiseste péddstéddn samalla kun
sédhkdstaattinen kapasitanssi C=(Cl + 02) on kytketty toiseen p#ddhén,
niin ettd muodostuu resonanssipiiri, joka ké&sitt&8 l-pituisten osien
impedanssin ja pédihin kytketyn sé&hkdstaattisen kapasitanssin C. Témén
resonanssipiirin resonanssitaajuutta voidaan vaihdella muuttamalla sih-
késtaattista kapasitanssia Cl tail 02 siten, etti haluttu asettelu voi-
daan toteuttaa. Kuviossa 6 esitetty pituus 1 vastaa etdisyyttd metalli-
levyn tason 2C tason Cl puoleisella sivulta metallilevyn 2 tason 2A tason
1C puoleiselle sivulle. Edelleeﬁ d, joka on kuvattu kuviossa 4, on vali,
joka on muodostettu metallilevyn 1 tason 1C. ja metallilevyn 2 tason 2C véliin.

Metallilevyn 2 tason 2B, .joka toimii keskijohtimena, vapaaseen
paéédhdn on asennettu dielektrinen kappale 3 léhelle tasoa 2C ja johde k

dielektriselld kappaleella 3 muodostaa séhkdstaattisen kapasitanssin
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C3 kohti johtimen tasoa 2B. T#ten asennettaessa dielektrist& kappaletta
3 tasolle 2B voidaan konstruktio suunnitella siten, ettd johtava levy

4 on asennettu johtimen tasolle 2B dielektrisen kappaleen ollessa vi-
lissé puolikiintefisti silléa tavoin, ettd dielektristéd kappaletta 3 voi-
daan siirt&d tasolla 2B ruuvin 15 ympédri tai liu'uttaa suoraan tasoa

2C mySten, kun ruuvi ldyhennet&in, jolloin on mahdollista muuttaas kes-
kijohtimen tasoa 2B vastapd&dtid olevaa johtavan levyn U4 pinta-alaa, niin
ettéd séhkdstaattista kapasitanssia C3 voidaan asetella muuttujana. T&l-
16in johtava levy 4 on kiinnitetty dielektriseen kappaleeseen 3 tule-
matta kosketukseen ruuvin 15 kanssa. Tam& sédhkdstaattinen kapasitanssi
voidaan asetella vielg yhden suoritusmuodon mukaisesti. S&hkdstaatti-
sen kapasitanssin C3 vaikutuksena on méirata vérdhtelyn takaisinkytken-—
nédn mé&dré, niin etta vardhtelyn ulostuloa voidaan jossakin midrin sdd-

téd sddt&mélls tAt8 séhkdstaattista kapasitanssia C VArdhtely voidaan

_ 3°
y1lédpité4 pienelldkin sihkSstaattisen kapasitanssin C3 arvolla.

Kun puhutean té&sméllisesti, niin sdhkOstaattisen kapasitanssi C3
asettelu muuttaa ei ainoastaan vérédhtelytehoa vaan myds varihtelyn taa-
juutta, jolloin viérdhtelyn taajuuden muutos on huomattavan pieni verrat-
tuna muutokseen, joka saadaan sdatamalla séhkOstaattisia kapasitansseja
Cl tai 02’ niin ettéd ei ole olemassa k&ytanndn pulmaa, sillé vaArdhtelyn
taajuuden poikkeaminen méédrédtystd arvosta johtuen séhkdstaattisesta ka-
pasitansista 03 voidaan helposti korjata asettelemalla sahkdstaattisia
kapasitansseja Cl Ja 02.

Vitaali ossa mikroaaltovdrdhtelypiiristd voidaan koota yhdist&médl-
lé resonanssipiiri, jonka ekvivalenttipiiri on esitetty kuviossa 6,
sé&hkdstaattinen kapasitanssi C3 Ja aktiivinen elementti, kuten transis-
tori.

Kuvio 2 esitt#d mikroaalto-oskillaattorin olennaisen osan suori-
tusmuotoa, jossa mikroaaltotransistorinsa on ns. metallikoteloinen tran-
sistori, jossa kollektori on kytketty kuoreen. Edelleen on kuviossa 2
transistorin 5 kanta (B) yhdistetty Johdinlevyyn 4, joka mucdostaa sdh-

kfstaattisen kapasitanssin ¢ transistorin 5 kollektori (C) on yhdis-

3.‘
tetty metallilevyn 2 tasoon 2G, kuristinkela CH, on yhdistetty transis-
torin 5 emitteriin (E) ja kuristinkela CH, on yhdistetty johtavaan le-
vyyn 4 (kanta (B)), jolloin etujénnitevirta on sydtetty emitteriin (E)

Ja kantaan (B) kuristinkelan CH, Jja kuristinkelan CH, kautta.
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Metallilevy 2G kannattaa trunsistorin 5 ulkokoteloa, joka on pistet-
ty loveen tai syvennykseen 5H ldhelld metallilevyn 2 tason 2G p&atid, sa-
malla kun taso 2G nousee asteittain irti johdinarkista 7 silld tavoin,
ettd transistorin 5 tuottama lédmpd tulee johdetuksi ulos lédpi maajoh-
don tason 2E Jja Johdinarkin 7 samalls kun taso 2G on muodostettu ka-
peaksi sillid tavoin, ettd silld ei mikroaaltoaluella ole ohmista vas-
tusta vaan impedanssi.

Aina ei ole tarpeen sijoittaa tasoa 2G rinnakkain tason 2B té&mén-
puoleisen sivun kanssa kunhan vaan taso 2G on sijoitettu erilleen osas-—
ta, Jjoka toimii resonanssipiirinéd korkealla taajuudella. Kuvio 2 esit-
t44 Jjirjestelyn, jossa on kdytetty rinnakkaista sijoitusta.

Vardhtelyn ulostuloteho otetaan ulos kytkem8lld antenni 9 transis-
torin kollektoriin (C). Antennin 9 toinen p&& on suoraan yhdistetty kol-
lektoriin (C) (kotelo), samalla kun toinen pé&d kulkee johdinarkkien 7
ja B léavitse tydntydkseen alaspdin pohjalevylle 6, joka toimii yhtenéd
elementtind uylostulotehon sé&teilemiseksi avaruuteen.

Siiné osassa pohjalevyda 6, Jjonka ldvitse antenni menee, on johdin-
arkit 7 ja 8 (jotka on muodostettu esimerkiksi painettuina kupariarkkei-
na) sd&hkdisesti kytketty toisiinsa metalliputken 92 avulla, jolloin me-
talliputken 92 sisdpuoli on tédytetty sylinterimiiselld eristeelld (vali-
kappaleella) 91, jonka keskusta pitdd& neulanmuotoista (ohutta) antennia
9, Joka kulkee eristeen 91 lévitse.

Kuviossa 7 esitettyyn mikroaaltovdrdhtelypiiriin kuuluu resonanssi-
piiri ja aktiivinen elementti, kuten edell& selitettiin. Kuviossa 7 ovat
5, CHl’ CHE’ C Jja C3 samoja elementtejd kuin edelld ja L on pituuden 1
omaavan rinnakkaisjohdon impedanssi kuvion 6 esittémidssé ekvivalentti-

10 Ro
ja R3 ovat vastuksia, K on kytkin mittausinformaation tuottamiseksi ja

piirissé& Lo on metallilevyn 2 tason 2G suurtaajuusimpedanssi, R

E on tasavirtaldhde, jolloin K koostuu k&ytdnndssé& osasta elektronista
piiria, mutta piirustuksessa on esitetty ekvivalenttina.

Kuvio 8 esittdd suurtaajuista ekvivalenttipiirid kuvion 7 piiril-
le. Kuviossa 8 ovat L, C, C3 ja 5 samat elementit kuin edellisiss& pii-
rustuksissa. CE ja (B ovat sédhkdstaattiset kapasiteetil transistorin 5
kollektorin ja emitterin ja kannan ja emitterin v&lilla.

Erédéassé suoritusmuodossa metallilevyt 1 ja 2 ovat radiosondeissa

normaalisti kédytetyn 1680 MHz vadrdhtelyn tuottamiseksi siten suunnitel-
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lut, ettd metallilevy 1 on hopealla pé&llystettyd 0,3 mm paksue prons-
silevyd (brass) ja metallilevy 2 on hopealla p#&llystettyd 1 mm paksuis-
ta pronssilevyd, metallilevyn 2 tason 2B leveydeksi on valittu 8 mm,
pituus 1 on 25 mm, vali metallilevyn 1 tason 1B ja metallilevyn 2 ta-
son 2B v&1ill4 on 4 mm, metallilevyn 2 tasojen 2B ja 2E vdali on L mm
ja vali metallilevyn 1 tason 1C Ja metallilveyn 2 tason 2 v#dlilléd on
hyvin pieni. Metallilevyn 1 taso 1B ja metallilevyn 2 taso 2E ovat mi-
toiltaan muodostetut ldhes samoiksi kuin taso 2B. Metallilevyn taso 2G
on mitoiltaan mudostettu esimerkiksi 5 mm x 25 mm x )1 mm (paksuus).

Dielektrisen kappaleen 3 likim&dr&diset mitat ovat 8 mm x 10 mm x
1,6 mm (paksuus) sen ollessa riittédvén suuri siihen, ettd johdinlevyn
L mitat ovat ldhes puolet edelldmainituista tai pienemmét, jolloin
2 mm P asetteluruuvi 14 on riittadvd esikaansaamaan sdhk®stamttisen kapa-
sitanssin Cz.

Yleisesti sanoen mik&li sen elimen pinta, joka muodostaa kolmi-
ulotteisen resonanssioskillaattorin, on péd&llystetty hyvin johtavalla
aineella, el ole vaAlttdm&tOntd rgjoittaa pddllysteen alla olevaa ainet-
ta pronssilevyyn, koska mik&li sen osan aineella, joka pité& vaArdhtelyl-
le aktiivista transistoria, on hyvd l&mménjohtokyky, ei ole tarpeen ra-
joittaa mainittua levyainetta pronssilevyyn.

Kuviot 9 ja 10 esittédvéat kuviossa 7 esitetyn piirin suoritusmuo-
toa, johon kuuluu resonanssipiiri, aktiivinen elementti, vastukset, kon-
densaattorit jne. Kuviossa 9 ja 10 on 21 vastus, 22 korndensaattori, 23
diodi, 24 IC-siru ja 25 transistori, muttei sama kuin edelld viitenume-
rolla 5 merkitty. Kuviot 9 ja 10 esittédvdt vastuksen, kondensaattorin,
transistorin jJa IC-sirun Jjne., jotka muodostavat yhdistetyn laitteen,
havainnollisuuden vuoksi jadrjestettyinid samalle pohjalevylle 6, jolle
kuvion 6 piirin muodostavat komponentit mybés on sijoitettu. Kuviossa 1
esitetty piiri vastaa resonanssipiirid ja muita osia perspektiivikuvana,
Jotka osat on esitetty keskiosassa kuvioissa 9 ja 10 esitettyd piirid.

Kuvioiden 9 ja 10 esittédmidsséd suoritusmuodossa Jjohtimet on Jjohdet-
tu ladpi reikien, jotka on tehty pohjalevyyn 6, levyn yhdeltd pinnalta
toiselle kytkett&viksi johdinarkkiin 7 pohjalevyn toisella puolella,
minne komponentit on sijoitettu. Johdinarkki 7 on etsattu sillé tavoin,
ettd vain johdinkuvio-osat (mukaanluettuna osa, joka on yhdistettdvd me-
tallilevyn 2 maajohtimeen 2E) jadadvéat jdljelle. Johdinarkki 8 silléd puo-

lella pohjalevyd, jolle komponentit on sijoitettu, on muodostettu jatku-
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vaksi kaksiulotteiseksi koko pohjalevyn pinnalle paitsi pieni& osia,
joita on esitetty esim. kohdassa 26 kuviossa 10, jotka ovat 2...5 mm
reikien ympdrilla.

Tidten painetun johdinarkin kaksiulotteinen, Jjatkuve jdrjestely
tarkoittaa, ettd painettu johdinarkki on jadrjestetty tdydelliseksi Ja
jatkuvaksi tason kaikkiin suuntiin, jolloin ei ole mitd&n kohtaa, Jjolla
painettua piirid ei olisi (paitsi pienet tilat Jjohtimia varten reikien
ympdrilla), kun taas Jjohdinmuotoisen painetun johdinpiirin suoraa tai
kdyr&d Jjarjestelyd ei téssd voida sanoa kaksiulotteiseksi ja jatkuvaksi.
Siinad tapauksessa ettd ainakin keskiosassa pohjalevyd 6 on tila, Jjolle
ei ole painettua johdinarkkia tai langanmuotoista painettua, leveydelld
varustettua, suoraa tai kdyr&dad johdinarkkia, painetun johdinarkin sano-
taan seuraavasss selityksessd olevan osittaisen.

Vaikka on pyritty siihen, ettd osien kytkentdjohtimet eivédt tulisi
oikosulkuun johdinarkin kanssa, useita osia on sijoitettu harvakseltaan
johdinarkille 8 niin, etté ne peittédvit vain osia, jotka vastaavat tason
osien varjoalueita. Tédten esimerkiksi vastusten eristys Jjne. on huonom-
pli kytkentdjohtimia lukuunottamatta, niin ettd on tarpeen varustaa osien
péddosa eristysvaipalla tarkoituksella est#dd muiden osien kuin kytkenté-
johtojen sédhkdinen kosketus johdinarkkiin 8. T&ten painettu johdinarkki
8 on sé&hkdisesti yhdistetty kolmiulotteiseen resonanssipiiriin, joka on
muodostettu toisella puolelle tasoca kuin painettu johdinarkki 8, tai joh-
dinarkkiin 7, joka on sé&hkdisesti yhdistetty kolmiulotteiseen resonans-
sipiiriin (t&ssd sana sdhk8isesti tarkoittaa "suurtaajuisesti” johtavaa).

Kuten né&hdéén kuvioista 9 Jja 10 on tdssd pohjalevy 6 tehty pyd-
reéksi. Tédmé& pydred muoto on valittu kdytédnndn vaatimusten mukaisesti
radiosondien perustasotyyppisisséd antenneissa jolloin esilléolevassa
keksinndsséd tédmén pybreén levyn séteeksi on valittu noin neljénnes via-
réhtelyaallonpituudesta, niin ettd Jjohdinarkin 8 muoto, joka on taysin
sijoitettu pohjalevyn 6 yhdelle sivulle, on myds pyéreé levy, Jokea séade
vastaa neljédnnestd vardhtelyaallonpituudesta, samalla kun antennin 9 pi-
tuus, joka on keskelld johdinarkkia 8 suorassa kulmassa t&h&n nédhden, on
myds valittu noin neljédnnekseksi védrdhtelyaallonpituudesta. Johtavan ar-
kin 8 teht&vénd on toimia yhtend sédteilyelimend, jolloin oleellisesti
maatasotyyppid oleva antenni on koostunut johtavasta arkista 8 ja anten-
nista 9. Edelleen on osoittautunut, ettd ei tapahdu kdyt&nndllisesti
katsoen mitd&n sellaista vaikutusta, joka héiritsisi t&m&n maatasoanten-—

nin ominaisuuksia siinédk&8n tapauksessa, ettd osat on sijoitettu harvaan



. 64483
johdearkille 8, joka on tdysin levitetty suuren pinta-alan tasocon.

Yleensi ei aina ole tarpeen, ettd pohjalevyn 6 mitat vastaavat
Johdearkin 8 sédettd, joten pohjalevy voi olla sen mittainen, ettd sii-
néd painetun johdearkin 8 peittdmin osan ulkopuolella on osa, Jjoka ei
ole johdearkin 8 peitté&mé&, kun pohjalevyn side on suurempi kuin neljén-
nes aallonpituudesta. Edelleen voi eri osia tarpeen mukaan olla asennet-
tu sille osalle pohjalevyé, joka ei ole painetun johdearkin peittami.

Ei yleensd aiheudu mit#d#n pulmia siit#d, ettd piirin elimet on
asennettu samalle sivulle pohjalevyd, jolle on sijoitettu metallilevyt
1 ja 2 késittévd resonanssipiiri.

Kuvio 11 esitt#é esimerkkinid edelld mainitulla tavalle kootun vé—
réhtelypiirin ominaiskdyrid. Kuviossa 11 abskissana on lampdtila (yméé—
rist8lémpdtila avaruudessa, jossa vardhtelypiirid kaytetddn), ja ordi-
naattana on vérédhtelytaajuus (kuvion yldosassa) ja varadhtelyteho (anten-
nin ulostulo kuvion alemmassa osassa), samaa abskissa-asteikkoa on kay-
tetty molemmille ominaiskdyrille. Kuten voidaan n&hdd kuvion 11 esittd-
mdstd diagrammasta, toiminta on huomattavan stabiilis Ja tyydyttéavid
kysymyksen ollessa védrdhtelytaajuudesta samoinkuin vdrdhtelytehosta niin-
kin laajalla lémpdtila-alueella kuin -50°C...+50°C.

Kokeet ovat osoittaneet, ettd vidrdhtelytaajuutta voidaan asettele-
malla muuttaa ainakin + 80 MHz s&hkdstaattisten kapesitanssien o ja C,
avulla. Tédsséd tapauksessa on myds mahdollista asetella viarahtelytaajuut-
ta laajemmalla alueella asettelemallsa samalla kertaa sihkdstaattista
kapasitanssia C3.

Kuvio 12 esitté&é toista suoritusmuotoa metallilevylle 2 kuin mité
esitettiin kuvioissa 2 ja 3. Tdss& suoritusmuodossa metallilevy 1 on
muodostettu samalla tavoin kuin kuvioiden 2 ja 3 esittimissi suoritus-
muodossa, kun taas tasoa 2G vastaava osa transistorin S pitédmiseksi ku-
vion 2 esittéméssid tapauksessa suuntautuu tasosta 2F metallilevyn 1 si-
sdpuolelta tédmén levyn ulkopulelle kuvion 12 esittémissi suoritusmuodos-
sa, niin ettd se on yhteydess#é osaan 2K kuviossa 12. Toisin sanoen ku-
vion 12 suoritusmuodossa johdearkkiin 7 liimattu maajohto el ole jaettu
kuten kuvioissa 2 ja 3. Sellainen rakenne kuin metallilevy 2 on sopiva
mikroaaltotransistorisovellutuksessa, jonka Xollektori on eristetty ko-
telosta. Elementit, joita on osoitettu muilla viitemerkeilld kuin 2K
ovat vastaavasti ekvivalenttisia samoilla viitemerkeilld esitettyjen,

kuvion 2 elementtien kansssa.
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Kuvion 12 esitt3missd suoritusmuodossa fransistori 5 on kiinnitetty osaan
2K, joka suuntautuu metallilevyn 1 ulkopuolelle, samalla kun transistorin
5 kollektori (C) on sidhkdisesti yhdistetty tason 2K pistesseen (osoitsttu
viitemerkilld 2K1 kuviossa 12) jonkin verran pituutta omaavalla johtimella 51.
T5114 kollektorin yhdistdmisjohdolla 51 on jonkin verran impedanssia mikroaalto-
alueella samalla tavoin kuin tasolla 25 kuviossa 2, niin ettd se vaikutukseltaan
vastaa impedanssia Lo kuviossa 7. Kuvion 12 esittérss3d suoritusmuodossa
transistori 5 on sijoitattu tasolle 2K, joka on erotsttu metallilevyn 1 tasosta
1B ja metallilevyn 2 taso 2B toimii resonanssipiirini suurtaajuudella samalla
tavoin kuin kuvion 2 esitt3missd suoritusmuodossa. Zdelleen, esilldolevassa
tapauksessa antenni 9 on haaroitettu suoraan transistorin 5 kollektorista (C)
ilman johtimen 51 vAlitystd samalla tavoin kuin on esitetty kuviossa 8. Edel-
lesn, kuvion 12 esittdmissd suoritusmuodossa osan 2K ympdrilléd oleva osa, jolle
transistori 5 on asennsttu, toimii 13mmin s&teilylevynd transistorin 5 tuottaman
lammén sdteilyd varten.

Kuten on osoitettu kuviossa 12, on pohjalevyn 6 molemmille sivuille
muodostettu johdearkit 7 ja 8, jolloin metallilevyn 2 taso 2E on kiinnitetty
laheiseen kosketukssen johdearkin 7 kanssa smalla tavoin kuin on esitetty
kuviossa 2. Tdten kuvion 12 mukainen suoritusmuoto voi olla asennettu samalla
tavoin kuin on esitetty kuviossa 9 ja 10. Tassd tapauksessa on suhde tason 2b
keski johtimena ja tmason 2E, maajohtona, v&1illa, suhde tason 2B, keskijohtimena
ja tason 1B, maajohtona, v#1ills, suhde tasojen 2C ja 1C vdlilld, suhde tason
28 toiselta puolen ja dielektrisen kappaleen 3 ja johdelevyn 4 vdlilld toi-
selta puolen, suhde antennin 9 ja johdearkkien 7 ja 8 vdlilld jne. ekvivalent-
tinen kuviossa esitetyn suoritusmuodon kanssa. Edelleen, kuvicssa 6 esi-
tetty resonanssipiiri, kuviossa 7 aesitetty mikroaaltovarshtelypiiri ja kuviossa
8 esitetty ekvivalenttipiiri ovat ekvivalenttisesti toimivia kuvion 12 esitti-
miss3 suoritusmuodossa, jolloin toimintaominaiskiyrdt myfis ovat ekvivalentti-
sia kuviossa 11 esitettyjen kanssa.

Ei::ainoastaan kuvion 2 esittdmissd suoritusmuodossa vaan myds kuvion 12
eisttdmissid suoritusmuodossa sama effekti esilli olevalla keksinndlli voidaan
saada my@is jos taso 2C metallielvyn 2 pddss& on taivutettu suorassa kulmassa
alaspdin tasosta 2B, niin ettd ss on yhdensuuntainen tason 1C kanssa, kuten
on esitetty kuviossa 13. TAssd tapavksessa tason 2B pd3 on vapaa pad ja sen

vuoksi taso 2C ei ulotu tasoon 2E.
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Edelleen, kuviossa 2 sekd 12 esitetyissd suoritusmuodoissa virdhtely-
ulostulo on suoraan otettu transistorin 5 kollektorista, jolloin molemmissa
suoritusmuodoissa metallilevy 1 peittdad nelja sivua (viisi sivua on peitetty,
kun otetaan huomioon metallilevyn 2 taso 2E) silld tavoin, ettd sdteilyener-
gia on suojattu suuntaan, jossa metallilevyjid on, niin ettd virransydttd an-
tenniin 9 on hyvin tehokasta.

Taten virransydton tehokkuutta voidean vha parantaa ja sdteilyensrgia
on yhd voimakkaampaa siind tapauksassa, ettd kuvion 2 esittdmidd suoritusmuotoa
modifioidaan silléd tavoin, ettd metallilevyn 1 avoin sivu (sivu, jolle transis-
tori 5 on asennettu) on suojattu metallitasolla IJ, samalla tavoin kuin kuvion
14 esitt8mdssd suoritusmuodossa. Kuviossa 14 taso 1J ei ulotu tasoon 2E, sa-
malla kun sanomattakin on selvdd, ettd kun taso IJ ulottuu tasoon 2E, jolloin
suurempi osa on peitetty, joten saavutetaan parempi tehokkuus.

Osa, johon vérdhtelylle aktiivinen transistori on kiinnitetty kuvion 14
esittdmissd suoritusmuodossa, vastaa samea osaa kuin kuvion 5 ja tdst3d johtuen
kuvion 2 esittamdssd suoritwusmuodossa, jolldin myds kuvion 12 esittdmissa
suoritusmuodossa metallilevyn 1 tason 1B etusivu on peitetty matallilevylla
13, niin ettd muodostuu resonanssipiiri, jolla siteilytehokkuutta on paljon
parannettu.

Vaikka kuviossa 10 pohjalevy 6 on esitetty ympyrdnmuotoisena, ei pohje-
levyn 6 muoto yleensd oles rajoitettu ympyrnmuotoon. Kuvio 15 esittAd suori-
tusmuodon, jossa pohjalevylld 6 on nelitn muoto. Elimet, joita kuviossa 15 on
merkitty viitenumeroilla 6, 9, 91, 92, 21, 22, 23, 24, 25 ja 26 vastaavat
glimid joita kuvioissa 9 ja 10 on merkitty samoilla viitenumeroilla. Kuvio 15
esitt88 suoritusmuotoa pohjasta katsottuna, jolloin etukuva likimain vastaa
kuvion 9 esittidmia.

Erona kuvioiden 15 ja 10 esittdmien suoritusmuctojen vdlill3 on se,
ettd kuviossa 15 ssitetyssd suoritusmuodossa painettu johdearkki 81, joka on
muodostettu pohjalevylle 6, on levytetty sdteettin osasta, johon antenni 9
on sijoitettu, pitkin neljid suuntaa suorassa kulmassa, kun taas kuvion 10
esittdmissd suoritusmuodossa painettu johdepiiriarkki B8 an t3ysin muodostettu
yli pohjalavyn 6 yhdan sivun. Edelleen, kuvion 15 esittimissd suoritusmuodnssa
kunkin neljdn sdteittdisen painetun johdinarkin 81 pituus vastaa neljdnnestd aallon-
pituudesta, jolloin johdearkki B8l muodostaa tehokkaan maatasotyyppisen antennin
yhdessd antennin kanssa, jonka pituus vastaa neljinnestd aallonpituudesta.

Edelleen, kuvion 15 esittdmissd suoritusmuodossa elimet, kuten vastus
21, kondensaattori 22, diodi 23, IC-siru, transistori 25 (ei v1li mainittu
vardhtelyaktiivinen) jne. on asesnnettu pohjalevyn sille osalle, jolle ei ole

muodostettu painettua johdearkkia 81. Tamdn johdosta kuvion 15 esittimissad
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suoritusmuodossa ai alkuunkaan ole migéﬁn gristyspulmia, kun kuvioiden 8 ja 10
gsittdmissd suoritusmuodoissa tarvitaén joitakin vastatoimenpiteit3, koska
ndissd on mahdollisuus oikosulkuun tai huonoon eristykseen osien johtimien
(itse osien kohdalla joissakin olosuhﬁeissa)ja painetun johdsarkin 8 vdlilla,

Pohjalevyn 6 ulottuvuus kuvionbﬂS esittdmissd suoritusmuodossa on pie-
nempi kuin kuvion 9 esittdmissd guoritusmuodossa. Ta&min johdosta voidaan
pohjalevyaineen pinta-ala saada taloudsllisemmaksi, koska on paljon taloudelli-
sempaa raaka-ainsesta leikata nelidnmuotoisia paloja kuin ympyrénmuctoisia
paloja.

Edellesn, samalla tavoin kuin kuvion 9 esittdmissd suoritusmuodossa myds
kuvion 15 esittdmidssd suoritusmuodossa on mahdollista tahdd osa pohjalevyd
sellaiseksi, ett3d se ei ole peitetty painetulla johdearkilla 81, nimitt3in
sen osan ulkopuolelta, joka on pohjalevylld 6 ja joka muodostaa tshokkaan
maatasotyyppisen antennin, silld tavoin, sttid asennettavat osat sijoitetaan
tdlle peittamattomélls osalle.

Edelleen, muunncksena kuvion 15 esittdmille suoritusmuodolls voi lolme
painsttua johdearkkia 81 olla sijoitettu siteettdisesti levyn keskustasta
kolmeen suuntaan, jotka pvat 120° kulman pdassd toisistaan, jolloin voidaen
saada maatasotyyppinen antenni, ‘jolla on sama tehokkuus kuin kuviossa 15 esi-
tetylld. TAssd tapauksessa pohjalevy voidaan muodostaa kolmioksi sik&1i kun on
kaytettdvissd tarpeellinen osa eri osien asentamiseksi, jolloin samalla tavoin
painetun johdearkin 81 ulkopuolelle j33v33 peittimitdntd pohjalevyn osaa voi-
daan suurentaa ja td&min osan ei tarvitse olla knlmio, koska johdearkilla
peritetty osa on kolmio.

Edelleen, kuviossa 15 ovat mastasotyyppisen antennin muodostavat johde-
arkit 81 suoria jJa ne on muodostettu diametraalisesti suhteessa keskelld olevaan
antenniin 9, kuitenkaan ei aina ole tarpesn, ettd johdearkit 81 ovat suoria ja
ne voivat olla kdyrid, samalla kun ei aina ole tarpeellista, ett3d tarkkaa sym-
metriaa ylldpidet3dn joka kohdassa ja johdearkki 81 voi olla muodostettu karkesasti
tasapainoitattuihin kohtiin, jolloin karkeasti tasanainoitettu alue ja muoto on
lagjalla alusella sillé tavoin, ett# riittivd tehokkuus kiytinndn sovellutuksissa
voidaan seavuttaa, pienet poikkeamat voidaan jatt33 huomioonottamatta.

Yleens3d pohjalevyn ympyrdmuoto, se, peittddkd johdearkki, joka on muo-
dostettu yhdelle sivulle pohjalevyd ja toimii osana maatasotyyppisti antennia,
téysin koko pinnan kaksiulotteisesti ja jatkuvasti, johdearkin konkreettinen
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muoto, kun pohjalevy on tdysin peitetty, kun o=at peittdvit johdearkkia riip-
punatta siitd, onko pohjalevy peitetty kokonaan tai osittain (jolloin on olen-
naista, sttid osat on sijoitettu harvakseltaan johdearkille), ss, onko pohja-
levyn pydrde muoto sama tal suhteellinen johdearkin muotoon riippumatta siits,
onko pohjalevy tdysin tai osittain peitetty ja se, onko johdearkin ulkopuolel-
la osia, jotka eivdt ole johdearkin peittdmit, se, onko johdsarkki muodostettu
kaksiulotteisena ja jatkuvana tai osittaisena, ovat kaikki seikkoja, jotka
voidaan totsuttaa toisistaan riippumattomasti sill3 tavoin, ettd eri suori-
tusmuodot voidaan saada aikaan eri seikkojen ja olosuhteiden yhdistelmilla.

Ulkopuolisen johtsen yksi sivu 2E, joka edelld selitettiin kuvioon 2
liittyen, on s3hkdisasti identtinen johdearkin 7 kanssa, joka on levitely pohja-
levylle 6 maajohtona, jolloin sikdli kuin keinot transistorin 5 kiinnittimiseksi
on teknillisesti ratkaistu (kuviossa 2 esitetyn tason 2E konstruktio tukena ja
suurtaajuusimpedanssislimend), si ole tarpeen, ettd metallilsvyjen 1 ja 2
muoto olisi sellainen kuin on estietty kuviossa 3 ja edelldmainitut keinot
ovat verrattavissa valinnaisen muotoiseen elementtiin mikili se niyttdd
(melkein) tiydellisesti suljetulta kotelolta tai kotelolta, joka on avoin
gnint33n yhdeltd sivulta. Esimerkiksi itse johdearkki 7 vol olla sijoitettu
muotoon.

Tarkoituksella soveltaa havaintojen tekoon kidytettvyn radiosondiin
kiytetdsdn kytkentielementtid, joka kAsittaa transistoreita ja muita suosittuja
puolijohde-elimiZ, t&t3 kytkintd on kuviossa 7 merkitty viittausmerkills K.
Tim3 kytkentdelementti on toteutettu esimerkiksi vardhtelyn estopiirin transis-
torilla, jolloin tamin virdhtelyn estopiirin vdréhtslyperiodi méAritidn eri
s34ilmididen, kuten 13mpOtilan, kosteuden ja ilmanpaimeen jne. mittaustuloksen
avulla, jolloin piiri on sten suunniteltu, ettd kuviossa 7 kuvattu kytkin K
toistaa kytkennin ja katkaisun silld tavoin, ettd sen periodin toistoluku,
jolloinkytkin K on avoinna, edustaa kunkin sd3ilmidn mitta-arvoa (tilldin
mikroaaltosignaaliulostulo on nolla, kun kytkin K on avoinna ja sen viioksi se
mik3 havaitaan, on sen nsriodin toistoluku, jonka aikana mikroaaltosignaalin
ulostulo on nolla). Edelleen on edullista, ettd aikavdli, jonka aikana mikro-
aaltosignaalin ulostulo on nolla, olisi jokseenkin pieni.

Transistori 5, joka on selitetty jokaisesse suoritusmuodossa, voi olla

joko srillinen tai yhdistetty piirin muihin toimintoihin IC-sirun avulla.
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Edells selitetty, ssilldolevan keksinntn mukainen mikroaaltovéréhteli ja
tarjoaa seuraavia etuja, kun sit3d kaytetd&n kompaktina oskillaattorina radiosondia
varten.

(a) Oskillaattori voi olla koottu tavanomaisista huokeista elimist3d ia
aineista. Edellsen saatavissa oleva dislektrinen aine keskijohtimen ja maajohtimen
kiinnittdmiseksi toisiinsa ei ocle niin kallista kuin siind tapauksessa, ettd sit3
kadytetddn normaalissa mikroaalto-oskillaattorissa, niin ettd ei tapahdu sdhkdmag-

‘neettisen aallon dielektristd hdvittd samalla kun dielektrisen aineen ominaisuuksiin
ei vaikuta 1l&mpdtilan vaihtelut ja edelleen paino on pienempi kuin tavanomainen
dielektrisen aineen painon puuttuessa.

(b) Vérdhtelytaajuutta voidaan asetella huomattavan helposti asettele-
mglla kahden metallilevyn vdlistd etdisyyttd tai stiisyyttd maajohdon ja metalli-
levyjen v31ill3 samalla kun ei kdytetd kallista s3&dettdvdd kondensaattoria, jolla
on pienst dielsktriset havitt tavallisella mikroaaltoalueslla, niin ettd lampdtilan
heilahtelujen johdosta ei tapahdu dielektrisi3 havisitd eik3 taajuuden muuttumista.

(c) On mahdollista toteuttaa sidhkéistaattisen kapasitestin hienos&its,
mikd on yksi olosuhteista vdrBhtslytaajuuden mi&ré&miseksi ja sen vuoksi on
mahdollista helposti toteuttas virdhtelytaajuuden hienosdits.

(d) On mahdollista helposti asetella virshtelyteho tistylld alueella his-
man poikkeuttamalla (siirt&m3113) johdelevyd, joka on sijoitettu keskeiselle joh-
delevylle dielektrisen aineen vdlityksella.

(8) Keskijohdin on sijoitettu juuri keskelle ylsnmin ja alemman maajohdon
vdliin silld tavoin, ettd impedanssi keskijohtimen ja ylemmin maajohdon vi1ill3 on
1l3hes sama kuin impedanssi keskijohtimen ja alemman maajohdon v31i1l3, niin ettid
Jos keskijohdin siirtyy yl8spdin tai alaspdin t3rindstd tai iskusta johtuen impe-
danssipoikkeama keskijohtimen ja ylemmin maajohdon v&1i113 on sama kuin impedanssi-
poikkeaman itseisarvo keskijohtimen ja alenman maajohdon v31i113 mutta merkilt3dn
vastakkainen ja sen vuoksi yhteisen impedanssin poikkeama on k3yt3nndss3 hyvin
pieni, niin ettd sen tirindn tai niiden iskujen vaikutus, joita havaintopallon
mukana lentdvddn mikroaalto-oskillaattoriin ilmassa kohdistuu, on kiytinndssa
hyvin pieni.

(f) Vali keskijohtimen vapaan taivutetun p3&n ja ulomman maajohdon v&lil-
13 on ldhes sama taivutetun p33n ylireunasta alareunaan, niin ett3 siinakin
tapauksessa ett3 keskijohtimen vapaa p33 poikkeaa yl8s ja alas ulkopuolisen
tirindn ja iskujen vaikutuksesta, n3iden vdlien muutoksesta johtuva muutos

sdhkdstaattisessa kapasiteetissa on niin pieni, stt3 ulkopuolisen tirinsn
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tai iskujen vaikutus vdrdhtelytaajuuteen on varsin pieni.

(g) Maajohdot ovat profiililtaan L-muotoisia tai C-muotoisia samalla
kun keskijohtimet ja maajohdot on kiinnitetty pohjalevylle, yhdistettynd yh-
deksi kappaleeksi, niin ett3 lujuus tules pidetyksi riitt3vin suurena poh ja-
lavyn pinnan suuntaista voimaa vastaan.

(h) Maajohdot ovat kannenmuotoisia tai kotelonmuotoisia, niin etti ne
sigdltavat keksijohtimen sisdl138n, joten s3hkdmagneettisen aallon sateily
keskijohtimesta ulospdin on estetty silld tavoin, ett3d virdhtelytaajuuden
ulkonaisista olosuhteista johtuva poikkeama on hyvin pieni.

(1) Antenni (p3dasiallinen primésrinen siteilyelementti) on suoraan
kytkstty virdhtelyslementin vdrdhtelypisteeseen, jolloin ei ole mit33n sydttd-
Jjohtoa virransyStttpisteeseen, joten ei tapahdu mit&#&n epdsovituksesta Jjohtu-
vaa hav!sts,

(j) Antenni on suorean kytketty trensistorin kollektoriin ottamaan
ulos vdrdhtelyulostulo samalla kun vdréhtelytaajuuden mddrdamiseksi oleva
resonanssipiiri on kytketty kantepiiriin hyvin hienon kapasiteetin kautta,
antenni ei ole suoraan kytketty resonanssipiiriin, niin stt3 virdhtelytaajuu-
den suhteellinen antsnnin ulkoisten olosuhteiden poikkeamasta johtuva poikkeama
on pienempi esilldolevan keksinndn mukaisessa j3rjestelmissi kuin kuviossa 1
esitetyssd jarjestelmissd, jossa vir8htelyulostulo osittain otetaan resonenssi-
piirista,

(k) VErshtelytaajuuden md8&radsmiseksi ocleva resonanssipiiri on kytkettv
kantaan hyvin hienolla kapasitanssilla, niin ettd sen hajakapasitanssin poikkea-
man vaikutus resonanssipiiriin jota esiintyy kantapiiriss3 jinniteheilahte-
lusta, lampéitilan heilahtelusta yms. Johtuen, on hyvin pieni, joten j&nnite-
poikkeamasta johtuva virdhtelytaajuuden poikkeaman m3drd on 1/2...1/3 siiti,
mikd se on kuvion 1 esitt3miss& muodossa, jossa resonanssipiiri, joka kisittés
liuskajohdon ja kapasitanssin, on suoraan kytketty transistorin kantaan.

(1) Aktiivinen virdhtelyelementti on sijoitettu asemaan, joka on suur-
taajuisesti riippumaton virShtelytaajuuden m3drémist3 varten olevasta resonanssi-
piiristd, niin ettd virdhtelytaajuus on stabiili.

(m) Pistest vérdhtelytaajuuden, virdhtslyn ulostulon jne. asettelemi-
seksi ovat kaikki samassa sAhkdpotentiaalissa (tasavirtamielessd maapotsntiaalissa)
vain johdelsvy 4 suoritusmuodossa on riippumaton ulkoisesta konstrukticsta
tasavirtamielessd), niin ettd jos ruuvimeisselilld tai senkaltaisella
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asettelun aikana tydkalu erehdyssid tulisi kosketukseen tillaisen pisteen
kanssa, ei tapahdu sidhkdistd vahingoittumista aktiivisessa vidrihtelyelemen-
tissd (transistorissa).

(n) Elintd, joka siirt#s antennitehon ulos k&yténnossé kdytetddn
pohjalevynd piirielementtien asentamisessa, niin ettd werrattuna tavanomai-
seen jirjestelm#ién, jossa antennielin ja piirielimien asennuselin ovat eri
elimii, tehokkaampia ovat ei ainoastaan konstruktiivinen tilank&ytto vaan
myés antennin ulostulo-ominaisuudet, jolloin antennin teholliseen ominais-
kiyrdin ei vaikuteta silloinkaan, kun piirielimet on sijoitettu harvaan le-
vylle.

(p) Virdhtelytransistori on asennettu metallilevylle, joka on paljas
ulospidin, niin ettd tuotettu ldmpd sétellee ulos tehokkaasti.

(p) On riittévid, kun kidytetdéin vain plentd mdirdd elimid, jotka
kokonaisuudessaan ovat keveiti, mitdin erityisen kallista elintd ei tarvita
eikd mitasin erikoisprosessia tarvita kokoonpanossa eikd gaddossd, niin ettd
kompakti ja kevyt piiri saadaan aikaan taloudellisesti rutiinitoiminnalla,
piiri joka on varsin sopiva kertakiyttson ja asennettavaksi lentdvidin kappa-
leeseen.

Kuten edelli selitettiin, esilliolevan keksinndn mukainen mikro-
aalto-oskillaattori on erinomainen ldmpstilaominaisuuksiltaan, térindnkesto-
ominaisuuksiltaan ja iskunkesto-ominaisuuksiltaan ja lisiksil se on kompakti,
kevyt ja huokea ja siten sopiva kdytettdviksl radiosondeissa. Paitsi radio-
gondia, joka lentdi korkealle ilmaan suorittamaan havaintoja, kuten alussa
gselitettiin, erdissid toisessa tarkoituksessa lentévad kappale pidetdin suh-
teellisen alhaalla ilmassa maahan kiinnitetylld langalla tarkoituksella to-
teuttaa havaintoja sdiolosuhteista, ilman sisdltémdn kaasu: +ilasta ja muista
jlmakehin tilaa kuvaavista sekoista ja myss tdhdn tarkoitukseen voidaan esillé-
olevaa keksintdd soveltaa.

Vaikka keksinnén tarkoituksena mainittiin olevan mikroaalto-oskil-
laattorin luominen radiosondia varten, ei t#lld ole ollut tarkoitus kieltid,
etteiks esilliolevan keksinnsn mukaista mikroaalto-oskillaattoria voitaisi
kiyttid muihinkin tarkoituksiin kuin radiosendeihin. Mitd tulee selitettyihin
aineisiin, prosessiin taajuuteen jne. voidaan yleensd kéyttdd myds muita
aineita, prosesseja, taajuuksia kuin selitettiin siind tapauksessa ettd
keksinndn kohdetta kiytetidn muihin sovellutuksiin kuin radiosondeihin.
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Patenttivaatimukset:

1. Mikroaalto-oskillaattori, joka k&sitt#4 resonanssipii-
rin, aktiivisen elementin (5), muita piirielementtejd ja pohja-
levyn (6), t unne t tu siitd, ettd resonanssipiiri on kolmi-
ulotteinen kotelomainen kappale (1, 2), joka on asennettu pohja-
levylle (6) ja jossa on useita pintoja, ettd kolmiulotteisen kap-
paleen sisdlld sen pinnasta (2B) ulkonee elin (2C) yhdensuuntaise-
na pohjalevyn kanssa, jossa elimessd (2C) on vapaa pdi vastapdidti
toista kolmiulotteisen kappaleen pintaa (1B; 2E), ettd ainakin pin-
ta kolmiulotteisessa kappaleessa ja ulkonevassa elimessd (2C) ovat
johtavia ja kolmiulotteisen kappaleen yksi pinta on sihkdisesti
liitetty johtimeen (7), joka on muodostettu pohjalevyn (6) pin-
nalle, ja vardhtelevd aktiivinen elementti (5) on asennettu kolmi-
ulotteisen kappaleen ulkopuolelle ja sen signaaliulostuloelektro-
di (C) on kytketty suurtaajuusimpedanssin (2G; 51) kautta siihen
kolmiulotteisen kappaleen pintaan, joka on liitetty pohjalevylli
(6) olevaan johtimeen (7) ja antennielementtiin (9), joka tunkeu-
tuu johtimen (7) pohjalevyn (6) ja johtimen (8) ldpi, joka muodos-
taa antennin osan pohjalevyn toisella sivulla.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen mikroaalto-oskillaattori,
tunnettu siitd, ettd resonanssipiiriin kuuluu ensimmidinen
(1) ja toinen (2) osa, jolloin ensimmiisessi osassa (1) on kolme
suorakulmiota (1A, 1C, 10), joiden kunkin yksi sivu on yhdistetty
yhden suorakulmion (1B) kolmeen sivuun samalla kun toisessa osassa
(2) on kaksi suorakulmiota (2B, 2E), joiden yksi sivu on yhdistet-
ty yhden suorakulmion (2A) kahteen toisiaan vastapid&ti olevaan
sivuun, ettd ensimmdisen osan yksi pinta (1A) on yhdistetty lihei-
seen kosketukseen toisen osan yhden pinnan (2A) kanssa muodosta-
maan avoin kotelon muotoinen, viisipintainen kappale, jolloin toi-
sen johteen yhtd pintaa (2C) kdytetdin elimeni, jonka vapaa pdd ul-
konee kotelonmuotoisen kappaleen sisidpuolelle.

3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen mikroaalto-oskillaattori,
tunnet tu siitd, ettd resonanssipiiriin kuuluu ensimmdinen
ja toinen osa (1), jolloin ensimm¥isessi johteessa on neljid suora-
kulmiota (1A, 1C, 1D, 1J), joiden kunkin yksi sivu on yhdistetty

yhden suorakulmion (1B) neljd8n sivuun, kun taas toisessa osassa
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(2) on kaksi suorakulmiota (2B, 2E), joiden yksi sivu on yhdistet-
ty yhden suorakulmion (2A) kahteen, toisiaan vastapddtd olevaan
sivuun, ettd ensimmiisen osan yksi pinta (1A) on yhdistetty ldhei-
seen kosketukseen toisen osan yhden pinnan (22) kanssa muodosta-
maan suljettu tai puolittain suljettu kotelormuotoinen kappale,
jolla on kuusi pintaa, jolloin toisen osan yxsi pinta (2C) on teh-
ty elimeksi, Jjonka vépaa pdi ulkonee kotelormuotoisen kappaleen
sisdpuolelle.

4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen mikroaalto-oskillaattori,
tunnettu siitd, ettd elin (2C), joka ulkonee resonanssipii-
rin muodostamiseen kdytetyn kolmiulotteisen kappaleen sisdpuolelle
on jarjestetty keskeiseen asemaan kolmiulotteisen kappaleen ylem-
min osan (1) ja kolmiulotteisen kappaleen ldheisessa kosketuksessa
pohjalevyn (6) kanssa olevan osan (2) vdliin.

5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen mikroaalto-oskillaattori,
tunnettu siiti, ettd resonanssipiirin muodostamiseen kay-
tetyn kolmiulotteisen kappaleen sisdlle ulkonevan elimen (2C) p&dn
naapuruuteen on sijoitettu pinta (2E), joka on sihkoisesti yh-
distetty pohjalevyn (6) kanssa ldheisessd kosketuksessa olevaan
kolmiulotteisen kappaleen pintaan (2E) silld tavoin, ettd vélid
pinnan (2E) ja elimen (2C) pdén vdlilla voidaan muuttaa.

6. Patenttivaatimuksen 1 mukainen mikroaalto-oskillaattori,
tunnettu siitid, ettd kolmiulotteinen piiri on siten suunni-
teltu, ettd vdli kolmiulotteisen piirin sisd&n ulkonevan elimen
(2C) vapaan pddn ja kolmiulotteisen piirin ulkokotelon osan (1)
vidlilli on muuteltavissa ja aseteltavissa.

7. Patenttivaatimuksen 1 mukainen mikroaalto-oskillaattori,
tunnettu siitd, ettd resonanssipiirin muodostavan kolmiulot-
teisen kappaleen sisdlle ulkonevan elimen pddhdn on asennettu pieni
johdekappale (4) puolikiinte&lld tavalla (15) dielektrisen aineen
(3) vilityksell&.

8. Patenttivaatimusten 1 ja 2 mukainen mikroaalto-oskillaat-
tori, tunnettu siitd, ettd resonanssipiirin muodostavan
kolmiulotteisen kappaleen ulkopuolelle ja osaan, joka muodostaa o-
san pohjalevyd (6) tai kolmiulotteista kappaletta ja joka on samas-
sa sihk8potentiaalissa kuin pohjalevy (6), suurtaajuusimpedanssin
omaavan johde-elimen (2G) vdlitykselld on asenncttu sen tyyppinen
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aktiivinen vdr&htelyelementti (5), jossa ulostulosignaalin tuotta-
va elektrodi (C) on kytketty ulkokoteloon.

9. Patenttivaatimusten 1 ja 3 mukainen mikroaalto-oskillaat-
tori, tunnet tu siitd, ettd resonanssipiirin muodostavan
kolmiulotteisen kappaleen ulkopuolella olevaan osaan ja osaan (2K),
joka muodostaa osan pohjalevyn tai kolmiulotteisen kappaleen joh-
teesta ja on samassa sihkdpotentiaalissa kuin pohjalevyn (6) johde
(7) ja on rakenteellisesti kytketty johteeseen yhten# kappaleena,
on asennettu aktiivinen vdrdhtelyelementti (5), jonka signaalin
ulostuloelektrodia ei ole yhdistetty ulkokoteloon, ettd aktiivisen
vdrdhtelyelementin signaalin ulostuloelektrodiin yhdistetty impe-
danssijohto (51) on kytketty osaan (2K1), joka konstruktiivisesti
on yhtend kappaleena yhdistetty kolmiulotteiseen kappaleeseen.

10. Patenttivaatimuksen 1 mukainen mikrocaalto-oskillaattori,
tunnettu siitd, ettd pohjalevylle (6) osaksi tehollista
antennia levitetty johdin (8) on kaksiulotteisesti jatkuva.

11. Patenttivaatimuksen 10 mukainen mikroaalto-oskillaatto-
ri, tunnettu siitd, ettd kaksiulotteisesti jatkuvalle joh-
timelle (8), joka on muodostettu osaksi tehollista antennia, on
harvaan sijoitettu piirielimii.

12. Patenttivaatimuksen 1 mukainen mikroaalto-oskillaattori,
tunnettu siitd, ettd keskiosassa pohjalevyid, jolle johdin
(8) on levitetty osana tehollista antennia, on osa (91), joka ei
ole johteella peitetty.

13. Patenttivaatimuksen 12 mukainen mikroaalto-oskillaatto-
ri, tunnettu siitd, ettd piirielimiid on asennettu siten,
ettd ne ovat harvasti silld levitetylld johteella (8), joka muodos-
taa osan tehollista antennia.
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Patenkrav

1. Mikrovégsoscillator best8ende av en resonanskrets, ett
aktivt element (5), andra kretselement och en bottenplatta(6),
Xk 8 nnetecknad d&rav, att resonanskretsen 4r en tredi-
mensionell 1&dformig kropp (1, 2), som &r monterad p& bottenplat-
tan (6) som har ett flertal ytor, att ett organ (2C) pd insidan
av den tredimensionella kroppen skjuter ut frén en av dess ytor
(2B) parallellt med bottenplattan, vilket organ (2C) har en fri
inde mittemot en annan yta (1B; 2E) av den tredimensionella krop-
pen, att &tminstone en yta i den tredimensionella kroppen och en
yta i det utskjutande organet (2C) &r ledande och en yta i den
tredimensionella kroppen &r elektriskt ansluten till en ledare
(7), som utformad p& bottenplattans (6) yta, och det oscilleran-
de aktiva elementet (5) &r monterat p& utsidan av den tredimensio-
nella kroppen och dess signalutgdngselektrod (C) &r via en hég-
frekvensimpedans (2G; 51) kopplad till den yta i den tredimensio-
nella kroppen, som &r ansluten till ledaren (7) pd bottenplattan
(6) och ett antennelement (9), som trénger genom ledaren (7),
bottenplattan (6) och en ledare (8), som bildar en del av antennen
pé bottenplattans ena sida.

2. Mikrovdgoscillator enligt patentkravet 1, k 8 n n e -
t e cknad d&érav, att resonanskretsen innefattar ett fdrsta
(1) och ett andra (2) element, varvid det fdrsta elementet (1)
uppvisar tre rektanglar (1A, 1C, 10), vilka var och en har en si-
da fdrbunden med de tre sidorna av en rektangel (1B) samtidigt
som det andra elementet (2) uppvisar tv& rektanglar (2B, 2E),
vilka har en sida fdrbunden med tv& motstdende ytor av en rek-
tangel (2A), att en yta (1A) av det fdrsta elementet &r fdrbun-
den 1 n&ra kontakt med en yta (2A) av det andra elementet fdr att
bilda en Sppen laddformig kropp med fem ytor, varvid en yta (2C)
av den andra ledaren anvands som ett organ, vars fria &nde skju-
ter ut p& insidan av den lddformiga kroppen.

3. Mikrovdgsoscillator enligt patentkravet 1, k & n n e-
t e c knad didrav, att resonanskretsen omfattar ett fdrsta och

ett andra element (1), varvid den fdrsta ledaren uppvisar fyra
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rektanglar (1A, 1¢, 1D, 1J), vilka var och en har en sida fér-
bunden med de fyra sidorna av en rektangel (1B}, medan det and-
ra elementet (2) uppvisar tv& rektangalr (28, 2E), vilka har en
sida fdrbunden med de tvA motstéende sidorna 1 en rektangel (24),
att en yta (lA) av det fdrsta elementet &r forbunden i néira kon-
takt med en yta (2A) av det andra elementet fdr att bilda en slu-
ten eller delvis sluten laddformig kropp med sex ytor, varvid en
vyta (2C) av det andra elementet &r utformat som ett organ, vars
fria 4nde skjuter ut p& insidan av den l8dformiga kroppen.

4. Mikrovédgsoscillator enligt patentkravet 1, k & n n e-
t e c knad d&rav, att organet, som skjuter ut pd insidan av
den fdr bildande av resonanskretsen anvanda tredimensionella krop-
pen &r anordnat 1 ett centralt lidge mellan den tredimensionella
kroppens 8vre element (1) och den tredimensionells kroppens ele-
ment (2) som A4r i ndra kontakt med bottenplattan (6).

5. Mikrovédgsoscillator enligt patentkravet 1, X 4 n n e-
t e ¢c knad darav, att 1 narheten a¢ &nden av organet (2¢)
som skjuter ut p& insidan av den fér hildande av resonanskretsen
anvédnda tredimensionella kroppen &r placerad en yta (2E), som &r
elektriskt f8rbunden med den tredimensionella kroppens yta (2E)
som &r i nira kontakt med bottenskivan pd s& s&tt, att avsténdet
mellan ytan (2E) och organet (2C) 4inde kan varieras.

6. Mikrovdgsoscillator enligt patentkravet 1, k 4 n n e-
t e c knad dérav, att den tredmensionella kretsen &r sa ut-
formad, att avstindet mellan den fria #4nden av det pd insidan av
den tredimensionella kretsen-utgkjutande organct (2C) och elemen-
tet pad det ytﬁfe‘hgijéf av den tredmensionella kretsen kan varie-
ras och instédllas.

7. Mikrovigsoscillator enligt patentkravet 1, k & n n e-
t ec knad darav, att vid 4nden av organet som skjuter ut pé
insidan av den tredimensionella kroppen for Lildande av resonans-
kretsen &r p& ett halvfixerat sdtt (15) via ett dielektriskt ma-
terial monterat ett litet ledarstycke (L4).

8. Mikrovéagsoscillator enligt patentkraven 1 och 2, k & n-
netecknad dirav, att pd utsidan av den tredimensionells

kretsen f0r bildande av resonanskretsen och pd en del, som bildar



64483

27

en del av bottenplattan (6) eller av den tredimensionella kroppen
och som &r vid samma elektriska potential som bottenplattan (6)
4r via ett ledarorgan (2G) med hdégfrekvensimpedans monterat ett
aktivt oscillationselement (5) av en sédah typ, 1 vilket den ut-
gdngssignalen alstrande elektroden (C) &r kopplad till det yttre
héljet.

9. Mikrovédgsoscillator enligt patenkraven 1 och 3, k & n-
netecknad dJd&rav, att p& en del pd utsidan av den tredi-
mensionella kroppen f8r bildande av resonanskretsen och p& en del
(2K), som bildar en del av ledaren av bottenplattan eller av den
tredimensionella kroppen och som &r vid samma elektriska potential
som bottenplattans (6) ledare (7) och &r konstruktivt kopplad till
ledaren i ett stycke, &r monterat ett aktivt oscillationselement
(5), vars signalutglngselektrod inte &r fdrbunden med det ytire
héljet, att impendansledaren (51), som &r fdérbunden med det akti-
va oscillationselementets signalutgéngselektrod, &r kopplad ti1ll
en del (2K1), som konstruktivt &r fdrbunden i ett stycke med den
tredimensionella kroppen.

10. Mikrovdgsoscillator enligt patenkravet 1, Xk 4 n n e -
t e cknad dirav, att ledaren (8) som en del av den effektiva
antennen &r strédckt ut pd bottenplattan (6) dr tvddimensionellt
kontinuerlig.

11. Mikrovégsoscillator enligt patenkravet 10, kX & n n e-
t ec knad dérav, att kretsorgan ar glest placerade pd& den
“vddimenisonellt kontinuerliga ledaren (8), som utformad som en
del av den effekitiva antennen.

12. Mikrovégsoscillator enligt patenkravet 1, k & n n e-
t ec knad dérav, att pd mittdelen av bottenplattan, pé vil-
ken ledaren &r utstréckt som en del av den effektiva antennen,
férefinns en del (91) som inte &r t#ickt av ledaren.

13. Mikrovégsoscillator enligt patentkravet 12, k 4 n n e-
t ec knad dérav, att kretsorgan dr monterade s&, att de lig-
ger glest pé den utstréckta ledaren (8), som bildar en del av den

effektiva antennen.
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